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Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 

2. Dieser BERICHT umfaGt insgesamt 4 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/03469 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprungiich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weii sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70. 17)): 
Beschreibung, Seiten: 

1 -1 5 ursprungliche Fassung 



Patentanspruche, Nr.: 

1 -21 eingegangen am 06/1 2/2000 mit Schreiben vom 29/1 1/2000 



Zeichnungen, Blatter: 

1/6-6/6 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung Oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 
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□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 



6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Art ike I 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 2,4,7,8,10-14,17-21 

Nein: Anspruche 1,3,5,6,9,15,16 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-21 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1-21 

Nein: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V: 

i) Es wircl auf das folgende Dokument verwiesen: 

D1: US-A-4 021 839 (DENLINGER EDGAR JACOB) 3. Mai 1977 (1977-05-03) 

ii) Dokument D1 offenbart (siehe Spalte 2, Zeile 60 - Spalte 3, Zeile 42 und Spalte 5, 
Zeilen 34-43) ein Verfahren zur Eingehausung von elektronischen Bauelementen, 
aufweisend die Schritte: 

a) Ausbildung einer Mehrzahl von Hohlraumen 15 in einem Gehausesubstrat 12, 
wobei das Gehausesubstrat aus fotostrukturierbarem (implizite Offenbarung) Glas 
(siehe z.B. Spalte 3, Zeilen 4-17); 

b) Bestuckung der Hohlraumen mit den elektronischen Bauelementen 20/22/24; 

c) VerschlieBen der Hohlraume mit einem Deckelsubstrat Oder Deckschicht 26; 

d) Vereinzeln der so verpackten Bauelemente. 

Folglich ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu (Artikel 33(2) PCT). 

iii) Die abhangigen Anspriiche 2-21 enthalten keine zusatzliche Merkmale, die in 
Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich 
bezieht/beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit (Artikel 33(2)) 
bzw. erfinderische Tatigkeit (Artikel 33(3)) erfullen, da diese zusatzliche Merkmale 
aus D1 bekannt sind und/oder diese zusatzliche Merkale normale fachmannische 
Uberlegungen betreffen. 
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Internationale Patentanmeldung PCT/DE99/03469 
Robert Bosch GmbH, Stuttgart 

Neue Ansprtiche 

1. Verfahren zur Eingehausung von elektronischen Bauelementen, 
aufweisend die Schritte: 

- Ausbildung einer Mehrzahl von Hohlraumen (6) in einem 
Gehausesubstrat (2; 20), wobei das Gehausesubstrat (20) aus 
Halbleitermaterial, insbesondere Silizium, besteht oder wobei 
das Gehausesubstrat (2) aus f otostrukturierbarem Glas besteht, 

- Bestuckung der HohlrMume (6) mit den elektronischen 
Bauelementen (8) , 

- Verschliefcen der Hohlraume (6) mit einem Deckelsubstrat oder 
einer Deckschicht (4) und 

- Vereinzeln der so verpackten Bauelemente (8) . 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Gehausesubstrat (2) auf seine dem Deckelsubstrat oder der 
Deckschicht <4> abgewandten Seite mit einer Metallschicht (3) 
versehen wird, die zur Kontaktierung der elektronischen 
Bauelemente (8) dient. 

3. Verfahren nach einem der Anspruche 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Gehausesubstrat (2) auf seine dem 
Deckelsubstrat oder der Deckschicht (4) zugewandten Seite mit 
einer Isolierschicht (5) versehen wird. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Hohlraume ■ (6) durch Atzen mittels 
Fotostrukturierung hergestellt werden. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Hohlraume (6) als Durchbriiche durch das 
Gehausesubstrat (2) ausgebildet werden. 
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6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass in dem Gehausesubstrat (2) flache Hohlraume 
(6) zur Aufnahme der elektronischen Bauelemente (8) ausgebildet 
we r den . 

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass auf einer Bauelementtragerschicht (16) eine 
der Anzahl der auf dem Gehausesubstrat (2) ausgebildeten 
Hohlraume (6) entsprechende Anzahl von Bauelementen (8) 
aufgebracht wird und der Schritt der Bestuckung der Hohlraume 

(6) mit den elektronischen Bauelementen (8) durch Zusammenfiigen 
des GehSusesubstrats (2) mit der Bauelementtragerschicht (16) 
ausgefuhrt wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Bauelementtragerschicht (16) eine Metallschicht , insbesondere 
eine Silberschicht ist. 

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass das elektronische Bauelement (8) eine 
Diode, insbesondere eine Gunn-Diode ist. 

10. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Deckelsubstrat (4) aus 
Halbleitermaterial, insbesondere Silizium, besteht, das der 
Kontaktierung eines Anschlusses der elektronischen Bauelemente 
(8) dient. 

11. Verfahren nach einem der Anspriiche £ bis >/u?, dadurch 
gekennzeichnet, dass zur Kontaktierung der elektronischen 
Bauelemente (8) Kontaktf edern (9) an dem Deckelsubstrat (4) 
angebracht werden. 
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12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Kontaktfedern (9) durch galvanische Metallabscheidung 
hergestellt werden. 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Deckschicht (4) aus einem organischen 
Dielektrikum gebildet wird. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass das 
organische Dielektrikum ein f otosensitiver Lack ist und jeweils 
ein Kontakt (11) zur Herstellung einer elektrischen Verbindung 
mit einem AnschluJS des jeweiligen Bauelementes (8> durch Atzen 
von Kontaktl5chern durch den fotosensitiven Lack und Aufbringen 
einer Metallschicht angebracht wird. 

15. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 14, dadurch 
gekennzeichnet, dass die verpackten Bauelemente (8) durch Sagen 
vereinzelt werden. 

16. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis l5, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Gehausesubstrat (20) als isolierende 
Tragerschicht ausgebildet ist, wobei die Hohlraume (6) von aus 
dem Gehausesubstrat (20) freigelegten Isolatorstrukturen (21) 
umschlossen werden, dass auf einer Bauelementtragerschicht (16) 
die Bauelemente (8) aufgebracht werden und die Bestiickung der 
Hohlraume mit den Bauelementen (8) durch Aneinanderfiigen von 
Bauelementtragerschicht (16), Isolatorstrukturen (21) und 
Deckelsubstrat (4) erfolgt. 
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17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass 
zunachst das Deckelsubstrat (4) und das Gehausesubstrat (20) 
zusammengefugt werden, dann die separaten Isolatorstrukturen 
(21) ausgebildet werden und anschlieBend die 

Bauelementtriagerschicht (16) mit den elektronischen Bauelementen 
(8) angefiigt wird. 

18. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass 
zunachst die BauelementtrSgerschicht (16) und das 
Gehausesubstrat (20) zusammengefiigt, dann die separaten 
Isolatorstrukturen (21) ausgebildet werden und anschlieBend das 
Deckel subs tr at (4) angefiigt wird. 

19. Verfahren nach einem der Anspruche 16 bis 18, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Gehausesubstrat (20) als Tragerschicht 
aus fotostrukturierbarem Glas besteht und die separaten 
Isolatorstrukturen (21) mittels selektiven Atzen des Glases 
freigelegt _ werden. - ^ ... - 

20. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Deckelsubstrat (4) mit Kontaktfedern (9) zur Kontaktierung von 
elektrischen Anschliissen der elektronischen Bauelemente (8) 
versehen ist. 

21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Kontaktfedern (9) durch galvanische Metallabscheidung 
hergestellt werden. 



.GJEAENDERTES.BLATT 



PCT 




LTORGANISATTON FOR geistiges eigentum 1 

Internationales Biiro 

INTERNATIONALE ANMELDUNG VEROFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG OBER DIE 
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) 



(51) Internationale Patentklassifikation 7 
H01L 21/50, 21752, 23/14 



Al 



(11) Internationale Veroffentlichungsnunimer: WO 00/35001 

15. Juni 2000 (15.06.00) 



(43) Internationales 

Veroffentlichungsdatum : 



(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE99/03469 

(22) Internationales Anmeldedatum: 30. Oktober 1999 (30.10.99) 



(30) Prioritatsdaten: 

198 56 331.0 



7. Dezember 1998 (07.12.98) DE 



(71) Anmelder (fur alle Bestimmungsstaaten ausser US): ROBERT 

BOSCH GMBH [DE/DE]; Postfach 30 02 20, D-70442 
Stuttgart (DE). 

(72) Erfinder; und 

(75) Erfinder/Anmelder (nurfur US): LEITER, Manfred [DE/DE]; 

Leierwiesen 15, D-70180 Stuttgart (DE). WEIBLEN, 
Kurt^f DE/DE] ; Benzer Strasse 4, D-72555 Metzingen 
(DE). LUCAS, Bcrnhard "*fDE/DE]; Zehenderstrasse 2, 
D-74353 Besigheim (DE). SCHATZ, Frank^DE/DE]; 
Tellstrasse 29, D-70806 Komwestheim (DE). BEEZ, 
Thomas^t^E/DE]; August-Laeppl^Strasse 7, D-74189 
Weinsberg (DE). SEIZ, JuergerT[DE/DE]; Baumbluete 
U, D-73642 Welzheim (DE). BAUMANN, Helmut- 
[DE/DE]; Theodor-Fontane-Weg 1, D-72810 Gomaringen 
(DE). MOERSCH, Gilbert [DE/DE]; Scharrstrasse 28, 
D-70563 Stuttgart (DE). OLBRISCH, Herbert [DE/DE]; 
Holderstrasse 26, D^71277 Rutesheim (DE). EISEN- 
SCHMID, Heinz -fl5E/DE]; Ludwigshafener Strasse 7, 



D-70499 Stuttgart (DE). MOESS, Eberhard [DE/DE]; 
Ludwig-Beck-Strasse 6, D-71540 Murrhardt (DE). 
DUTZI, Joachim [DE/DE]; Lerchenstrasse 18/2, D-71554 
Weissach (DE). KUGLER, Andreas [DE/DE]; Teckstrasse 
13, D-73533 Alfdorf (DE). 



(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europaisches Patent (AT, BE, 
CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, 
NL, PT, SE). 



Veroffentlicht 

Mit internationalem Recherchenbericht. 



(54) Title: METHOD FOR HOUSING ELECTRONIC COMPONENTS 

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR EINGEHAUSUNG ELEKTRONISCHER BAUELEMENTE 

(57) Abstract 

The inventive method for housing electronic com- 
ponents comprises the following steps: configuring a 
plurality of cavities (6) in a housing substrate (2; 20); 
placing the electronic components (8) in the cavities (6); 
sealing the cavities (6) with a cover layer or a cover sub- 
strate (4); and separating these packed components (8). 
This enables a number of component housings to be pro- 
duced simultaneously, economically. According to one 
variant of the method, the components are also arranged 
on a component support layer (16) and are placed in the 
cavities (6) by joining the housing substrate (2; 20) and 
the component support layer (16). 

(57) Zusammenfassung 

Ein Verfahren zur Eingehausung von 
elektronischen Bauelementen weist die Schritte: 
Ausbildung einer Mehrzahl von Hohlraumen (6) 
in einem Gehausesubstrat (2; 20); Bestuckung der 
Hohlmume (6) mit den elektronischen Bauelementen 
(8); VerschlieBen der Hohlraume (6) mit einer 
Deckschicht oder einem Deckelsubstrat (4) und 
Vereinzeln der so verpackten Bauelemente (8) auf. 
Dadurch wird eine kostengunstige gleichzeitige 
Herstellung einer Vielzahl von Bauelementgehausen 
ermdglicht. Bei einer Variante des Verfahrens sind auch 
die Bauelemente auf einer Bauelementtragerschicht (16) 
angeordnet, wobei die Bestuckung der Hohlraume (6) 
durch Aneinanderfugen von Gehausesubstrat (2; 20) 
und Bauelementtragerschicht (16) erfolgt. 
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LEDIGUCH ZUR INFORMATION 

Codes zur ^entinzierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbogen der Schriften, die intemationale Anmeldungen gemass dem 
PCT veroffentlichen. 



AL 


Albanien 


ES 


Spanien 


LS 


Lesotho 


SI 


Slowenien 


AM 


Armenien 


FI 


Finnland 


LT 


Litauen 


SK 


Slowakei 


AT 


Ostemeich 


FR 


Frankreich 


LU 


Luxemburg 


SN 


Senegal 


AU 


Australien 


GA 


Gabun 


LV 


Lett land 


SZ 


Swasiland 


AZ 


Aserbaidschan 


GB 


Vereinigtes Kdnigreich 


MC 


Monaco 


TD 


Tschad 


BA 


Bosnien-Herzegowina 


GE 


Georgien 


MD 


Republik Moldau 


TG 
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BB 


Barbados 


GH 
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MG 


Madagaskar 


TJ 
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BE 
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GN 
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TM 
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BF 
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5 Verfahren zur Eingehausung elektronischer Bauele- 
mente 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Eingehau- 
sung elektronischer Bauelemente wie etwa Gunn- 
10 Dioden. 

Stand der Technik 

Fur ein Abstandsradar bei Kraf t f ahrzeugen (ACC = 
15 Adaptive Cruise Control) werden Radarwellen mit 
Frequenzen oberhalb 50 Gigaherz eingesetzt. Zur Er- 
zeugung dieser Radarwellen kommen Gunn-Dioden zum 
Einsatz, die aus III-V-Halbleiteriaaterial wie GaAs 
oder InP bestehen und bei Anlegen einer Gleichspan- 
20 nung eine hochf requente elektromagnetische Welle 
erzeugen. Das Gunn-Dioden-Element hat beispielswei- 
se einen Durchmesser von 70 ]xro. und eine Dicke von 
10 pm und wird auf seiner Ober- und Unterseite kon- 
taktiert . 

25 

Solche bekannten Gunn-Dioden sind gewohnlich von 
einem Gehause bestehend aus einem Bodenteil, einem 
Keramikring und einem Deckelteil vollstandig um- 
schlossen und hermetisch abgedichtet. Der Keramik- 
30 ring dient einerseits als Isolator zwischen den 
beiden Polen der Diode und andererseits zur Aufnah- 
me von mechanischen Kontakt- und Einbaukraf ten im 
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Einsatzfall. Zur Kontaktierung der Diode wird eine 
gebohdete Goldf olie ( „Malteserkreuz" ) eingesetzt . 
Ein derartiges Gehause mufl in sequenziellen Prozefi- 
schritten hergestellt werden und ist daher teuer. 
5 Aufgrund von Toleranzen der Herstellungsprozesse 
und Komponenten ist aufierdem eine relativ starke 
Streuung der Hochf requenzeigenschaf ten des einge- 
hausten Bauelementes nicht zu vermeiden. 

10 Vorteile der Erfindung 

Das durch Anspruch 1 definierte erf indungsgemafie 
Verfahren zur Eingehausung von elektronischen Bau- 
elementen weist die Schritte Ausbildung einer Mehr- 

15 zahl von Hohlraumen auf einem Gehausesubstrat, Be- 
stuckung der Hohlraume mit den elektronischen Bau- 
elementen, Verschlieiien der Hohlraume mit einer 
Deckschicht oder einem Deckelsubstrat und Verein- 
zeln der so verpackten Bauelemente auf. Mit dem er- 

20 f indungsgemaBen Verfahren kann eine grolie Anzahl 
von Bauelementgehausen in einem Verfahren gleich- 
zeitig hergestellt werden, was die Herstellungsko- 
sten erheblich verringert. 

25 Dabei kann das Gehausesubstrat aus Halbleitermate- 
rial, etwa Silicium, oder aus photostrukturierbarem 
Glas bestehen. Dies hat den Vorteil, daJJ die Pro- 
zessierung von Silicium oder photostrukturierbarem 
Glas technologisch sehr gut beherrscht wird und da- 

30 her sehr geringe Fertigungstoleranzen darstellbar 
sind. Dadurch kann eine gute Reproduzierbarkeit der 
Hochf requenzeigenschaf ten erreicht werden. 
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Das erfindungsgemafie Verfahren ermoglicht auJJerdem 
Gehause mit sehr kleinen Abmessungen, die eine ge- 
ringe Belastung durch unterschiedliche thermische 
5 Ausdehnung verschiedener Materialien aufweisen. 

Siliciinn- , Glas- beziehungsweise Glaskeramikmate- 
rial ist auflerdem in der Lage, die bei der Verwen- 
dung auftretenden mechanischen Kontakt- und Einbau- 
10 krafte sicher auf zunehraen. 

Das Gehausesubstrat kann auf seiner dem Deckel- 
substrat oder der Deckschicht abgewandten Seite mit 
einer Metallschicht versehen sein, die der Kontak- 

15 tierung des verpackten elektronischen Bauelementes 
dient. Besteht das Gehausesubstrat aus Halbleiter- 
material, so wird die dem Deckelsubstrat oder der 
Deckschicht zugewandte Seite des Gehausesubstrats 
vorteilhaft mit einer Isolierschicht zur Isolierung 

20 der beiden Pole des elektronischen Bauelementes 
versehen. 

Die Hohlraume konnen in dem Gehausesubstrats als 
Durchbruche oder nur als flache Hohlraume in der 
25 Gehausesubstratober flache ausgebildet werden . 

Bei einer vorteilhaf ten Weiterbildung des erfin- 
dungsgemaiien Verfahrens sind die zu verpackenden 
elektronischen Bauelemente auf einer Bauelementtra- 
30 gerschicht in einer der Anzahl der in dem Gehause- 
substrat ausgebildeten Hohlraume entsprechenden An- 
zahl angeordnet, wobei der Schritt der Bestiickung 
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der' Hohlraume mit cien elektronischen Bauelementen 
durch Zusammenfugen des Gehausesubstrats und der 
Bauelementtragerschicht erfolgt. Letztere kann als 
Metall, insbesondere als Silberschicht ausgebildet 
5 sein. 

Das Deckelsubstrat kann aus Halbleitermaterial wie 
Silicium bestehen. Die alternativ verwendbare Deck- 
schicht kann aus einem organischen Dielektrikum ge- 

10 bildet werden, in das Kontaktlocher eingebracht 
werden. Besteht das Deckelsubstrat aus einem lei- 
tendem Material, so kann die Kontaktierung des Bau- 
elementes vorteilhaft mittels einer mikrostruktu- 
rierten Kontaktfeder erfolgen, die an der dem Hohl- 

15 rauia zugewandten Seite des Deckelsubstrats ange- 
bracht wird. Dadurch wird eine dauerhafte und zu- 
verlassige Kontaktierung des Bauelements sicherge- 
stellt . 

20 Besteht die Deckschicht aus einem organischen Die- 
lektrikum, so kann eine Kontaktierung der nach oben 
weisenden Seite des Bauelementes vorteilhaft mit- 
tels einer Metallschicht erfolgen, die in ein Kon- 
taktloch in dem organischen Dielektrikum aufge- 

25 dampft oder auf gesputtert ist. Als organisches Die- 
lektrikum eignet sich daher besonders ein photosen- 
sitiver Lack, z.B. Polyimid oder BCB 
(BenzoCycloButen) . 

30 Die verpackten elektronischen Bauelemente konnen 
dann beispielsweise durch einen Sageprozefi verein- 
zelt werden und stehen beispielsweise auf einer 
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„Blue-Tape xv genannten Folie zur weiteren Verarbei- 
tung" zur Verfugung. 

GemaJi einer weiteren vorteilhaf ten Verf ahrensvari- 
ante werden als Seitenwande des Gehauses dienende 
Isolatorstrukturen aus dem Gehausesubstrat, bei- 
spielsweise aus photosensitivem Glas, freigelegt, 
die dem bekannten Keramikring entsprechen. Diese 
Isolatorstrukturen konnen jedoch auch in groiier 
Zahl entsprechend der Anzahl der zu verpackenden 
Bauelemente parallel und somit kostengiinstig bei- 
spielsweise durch selektives Atzen des photostruk- 
turierbaren Glases hergestellt werden. 

Zur Fertigstellung des Baueleinentgehauses kann zu- 
erst das Deckelsubs trat mit dem Gehausesubstrat zu- 
sammengef iigt werden und anschliefiend die Bauele- 
menttragerschicht mit den Bauelementen aufgesetzt 
werden oder umgekehrt zunachst die Bauelementtra- 
gerschicht mit dem Gehausesubstrat zusammengeftlgt 
werden und am Schluli das Deckelsubstrat aufgesetzt 
werden . 

Figuren 

Weitere Vorteile der Erfindung werden anhand der 
Beschreibung unter Bezugnahme auf die beiliegenden 
Zeichnungen deutlich, in denen 



30 Figur 1 eine schematische Darstellung zur Illustra- 
tion des erf indungsgemaJien Verf ahr ens ist; 
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Figur 2 eine schematische Darstellung zur Illustra- 
tion* einer Variante des erf indungsgemafien Verfah- 
rens ist; 

5 Figur 3 ein nach dem erf indungsgemailen Verfahren 
hergestelltes Bauelementgehause mit tiefem Hohlraum 
und mikrostrukturierter Kontaktfeder zeigt; 

Figur 4 ein mit dem erf indungsgemafien Verfahren 
10 hergestelltes Bauelementgehause mit tiefem Hohlraum 
und einer aus organischem Dielektrikum gebildeten 
Deckschicht zeigt; 

Figur 5 ein nach dem er f indungsgemafien Verfahren 
15 hergestelltes Bauelementgehause mit flachem Hohl- 
raum und organischem Dielektrikum als Deckschicht 
zeigt; 

Figur 6 ein nach dem erf indungsgemailen Verfahren 
20 hergestelltes Bauelementgehause mit flachem Hohl- 
raum und Deckschicht aus organischem Dielektrikum 
und zusatzlicher Rtickkontaktierung zeigt, 

Figur 7 die wesentlichen Verf ahrensschritte eines 
25 Ausf uhrungsbeispiels der erf indungsgemafien Verfah- 
rens zeigt; 

Figur 8 die wesentlichen Verf ahrensschritte eines 
weiteren Ausfiihrungsbeispiels des erf indungsgemafien 
30 Verfahrens zeigt. 



Ausfuhrungsbeispiele 
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Figur 1 zeigt zur Erlauterung des erf indungsgemaflen 
Verfahrens zur Eingehausung oder Verpackung eines 
elektronischen Bauelementes das Gehausesubstrat 2, 
5 das schon mit Hohlraumen 6 zur Aufnahme der elek- 
tronischen Bauelemente 8, beispielsweise Gunn- 
Dioden versehen ist, sowie ein Deckelsubstrat 4. 
Das Gehausesubstrat 2 kann beispielsweise durch ei- 
nen Si-Wafer gebildet sein; andere Materialien wie 

10 etwa photostrukturierbares Glas sind jedoch eben- 
falls moglich. Mittels eines photolithograpischen 
Verfahrens und nachf olgenden Atzschritten oder an 
sich bekannten mi kr ome chani s chen Strukturierverf ah- 
ren wird eine regelmaflige zweidimensionale Anord- 

15 nung von Hohlraumen 6 in die Siliciumober f lache 
eingebracht. Die Grofie der Hohlraume richtet sich 
nach der Grofie des zu verpackenden Bauelements be- 
ziehungsweise etwaiger Kontaktfedem oder derglei- 
chen. In dem in Figur 1 gezeigten Beispiel betragt 

20 die Tiefe der Hohlraume ungefahr ein Drittel der 
Dicke des Gehausesubstrates 2. Die Hohlraumtief e 
kann jedoch auch geringer sein. Andererseits ist es 
auch moglich, den Hohlraum als durchgangige Offnung 
in dem Gehausesubstrat auszubilden, wie beispiels- 

25 weise in den Figuren 2 bis 4 oder 7 dargestellt 
ist. 

Zur Kontaktierung eines auf der Unterseite des Bau- 
elementes 8, das im Hohlraum links bereits vorhan- 
30 den ist, angeordneten Kontaktes kann das Gehause- 
substrat 2 an seiner Unterseite mit einer leitfahi- 
gen Schicht 3 versehen sein, wobei der Strom von 
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der * leitf ahigen Schicht 3 zur Unterseite des elek- 
tronischen Bauelements 8 durch das Silicium- 
Gehausesubstrat fliefit. Zur Isolierung gegemiber 
dem Deckelsubstrat 4, uber die vorteilhaft die Kon- 
5 taktierung eines an der Oberseite des Bauelementes 
befindlichen Kontaktes erfolgt, ist auf der Ober- 
seite dem Gehausesubstrat 2 eine isolierende 
Schicht 5, beispieisweise aus Siliciumoxid oder Si- 
liciumnitrid vorgesehen. Diese wird vorzugsweise 
10 vor dem Atzen der Hohlraume 6 aufgebracht. 

Nach Praparierung der Hohlraume 6 werden diese mit 
den Bauelementen 8 bestiickt/ woraufhin das Gehause 
durch Aufbringen des Deckelsubstrats 4, das eben- 

15 falls aus Silicium bestehen kann, geschlossen wird. 
Zur Kontaktierung eines auf der Oberseite des Bau- 
elementes beziehungsweise der Diode 8 angeordneten 
Kontaktes wird vorzugsweise eine durch galvanische 
Abscheidung auf dem Deckelsubstrat 4 hergestellte 

20 Kontaktfeder verwendet, die beispieisweise in Figur 
3 gezeigt und mit Bezugszeichen 9 bezeichnet ist. 
Nach Aufsetzen und Verkleben des Deckelsubstrats 4 
auf das Gehausesubstrat 2 konnen die einzelnen ver- 
packten Dioden beispieisweise durch Sagen verein- 

25 zelt werden und stehen dann einer weiteren Verar- 
beitung zur Verfiigung. Gegeniiber dem herkommlichen 
Verfahren, bei dem jedes Gehause einzeln mit fein- 
mechanischen Methoden hergestellt wird, ergibt sich 
aufgrund der gleichzeitigen Herstellung einer gro- 

30 Jien Anzahl von Gehausen eine erhebliche Kostenein- 
sparung. Da die Silicium-Atztechnik hohe Genauig- 
keiten erlaubt, konnen die einzelnen Bauelementge- 
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hause iait grofler Prazision gefertigt werden, so daii 
sich' eine gute Reproduzierbarkeit der von den Ab- 
messungen abhangigen Hochf requenzeigenschaf ten er- 
gibt . Die geringen Fertigungstoleranzen erlauben 
5 auch sehr kleine Abmessungen des Gehauses insge- 
samt, wodurch die mechanische Belastung durch un- 
terschiedliche thermische Ausdehnung verschiedener 
bei dem Gehause verwendeter Materialien wahrend des 
Betriebes gering bleibt. 

10 

Es sei erwahnt, daB die in Figur 1 gezeigte Iso- 
lierschicht 5 entfallen kann, wenn das Gehause- 
substrat 2 aus einem isolierenden Material wie etwa 
photosensitivem Glas ausgebildet ist. Eine Kontak- 
15 tierung der Diode mitt els des Substratmaterials ist 
dann naturlich nicht moglich. 

Figur 2 illustriert eine Variante des erf indungsge- 
malien Verfahrens zur Eingehausung elektronischer 

20 Bauelemente. Das Gehausesubstrat 2 f ein Si- oder 
Glaswafer, wird im mittleren Bereich abgedtinnt und 
dort mit Durchbriichen versehen. Der verbleibende 
dicke Substratrand stabilisiert das Substrat und 
dient Handhabungszwecken. Die Durchbruche 6 bilden 

25 die Hohlrauine zur Aufnahiae der elektronischen Bau- 
elemente. An den Wanden der Durchbruche ist Iso- 
liermaterial 1, beispielsweise SiN oder Si0 2 aufge- 
bracht, wie auch Figur 7 zu entnehmen ist. Im Ge- 
gensatz zu der oben anhand Figur 1 erlauterten Ver- 

30 f ahrensvariante sind die Bauelemente 8 bei dem in 
Figur 2 illustrierten Verfahren auf einer Bauele- 
menttragerschicht 16, beispielsweise einem GaAs- 
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Wafer angeordnet. Der die Bauelementtragerschicht 
bildende Wafer 16 hat vorzugsweise einen kleineren 
Du r chines ser als der das Gehausesubstrat bildende 
Si-Wafer 2, damit er in dem mittleren dunn geatzten 
5 Bereich des Wafers Platz findet. Vorzugsweise wer- 
den die Bauelemente 8 in einem gemeinsamen Prozefi 
auf der Bauelementtragerschicht 16 hergestellt. Der 
Bestiickungsvorgang der Hohlraume 6 mit den Bauele- 
menten 8 erfolgt dann durch Aneinanderf ugen des 
10 Bauelementrager-Waf ers 16 mit dem Substrat-Waf er 2. 
Durch diese Verf ahrensvariante wird der Bestiik- 
kungsvorgang vereinfacht, wodurch ein insgesamt 
noch kostengiinstigeres Herstellungsverf ahren ermog- 
licht wird. 

15 

Figur 3 zeigt in Querschnittsansicht ein erstes 
Ausf uhrungsbeispiel eines mit dem erfindungsgemafien 
Verf ahren hergestellten Bauelementgehauses . In das 
Gehausesubstrat 2 aus Silicium ist ein Hohlraum 6 

20 durch mikromechanisches Atzen ausgebildet. In dem 
Hohlraum 6 ist ein Bauelement 8 wie eine Gunn-Diode 
angeordnet, deren oberer Kontakt mittels einer 
durch galvanische Metallabscheidung mikromechanisch 
hergestellten Kontaktfeder 9 kontaktiert ist. Das 

25 Deckelsubstrat 4 ist ebenfalls aus Halbleitermat e- 
rial wie etwa Silicium und dient der Stromversor- 
gung des oberen Diodenkontaktes . Der untere Dioden- 
kontakt wird mittels einer an der Substratuntersei- 
te durch Aufdampfen oder Sputtern auf gebracht en 

30 leitfahigen Schicht 3, beispielsweise aus Metall, 
kontaktiert. Zur Isolation beider Pole ist eine 
isolierende Schicht 5 vorgesehen. 
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Figur 4 zeigt ein weiteres Ausftihrungsbeispiel ei- 
nes mittels des erf indungsgemalJen Verfahrens herge- 
stellten Bauelementgehauses vor der Vereinzelung . 
5 Wie bei dem in Figur 3 gezeigten Ausf tihrungsbei- 
spiel ist in dem Gehausesubstrat 2 ein tiefer Hohl- 
raum 6 herausgeatzt , der iait dem Bauelement 8 be- 
sttickt wird. Bei dem in Figur 4 gezeigten Ausftih- 
rungsbeispiel wird die Deckschicht 4 durch ein or- 
10 ganisches Dielektrikum wie beispielsweise einen 
photosensitiven Lack gebildet. In diesem ist eine 
Atzgrube ausgeformt, mittels welcher eine Kontakt- 
schicht 11 aus auf gedampf tern oder auf gesputtertem 
Metall einen Kontakt zur Diodenoberseite herstellt. 



Ein weiteres Ausftihrungsbeispiel eines mittels des 
erf indungsgemaiien Verfahrens hergestellten Bauele- 
mentgehauses vor dem Vereinzeln ist in Figur 5 ge- 
zeigt. Im Gegensatz zu den in Figuren 3 und 4 ge- 

20 zeigten Ausftihrungsbeispiel ist der Hohlraum nur 
als flacher Hohlraum ausgebildet. Das Bauelement 8 
wird von unten tiber das leitfahige Substrat selbst 
kontaktiert, wahrend die elektrische Verbindung zur 
Oberseite des Bauelementes tiber eine Kontaktschicht 

25 13 erfolgt, die, ahnlich dem in Figur 4 gezeigten 
Ausftihrungsbeispiel, in einer Ausnehmung in einem 
als Deckschicht 4 dienenden organischen Dielektri- 
kum ausgebildet ist. 



15 



30 Bei dem in Figur 6 gezeigten weiteren Ausftihrungs- 
beispiel eines mittels des erf indungsgemalien Ver- 
fahrens hergestellten Bauelementgehauses besteht 
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das Gehausesubstrat 2 beispielsweise aus schlecht 
leitendem. oder nichtleitendem Material wie etwa 
photostrukturierbarem Glas, so dail eine Kontakt- 
schicht 15 zur Kontaktierung der nach unten weisen- 
5 den Diodenvorderseite notwendig ist. Diese wird 
nach Atzen eines Kontaktloches in das Gehause- . 
substrat 2 aufgedampft oder auf gesputtert . 

Figur 7 zeigt schematisch die Ver f ahrensschritte 
eines Ausf uhrungsbeispiels des er f indungsgemalien 
Verfahrens. Figur 7a zeigt ein sich auf einer Bau- 
elementtragerschicht 16 befindliches Baueleiaent 8 
reprasentativ fur die Vielzahl auf der Bauelement- 
tragerschicht 16 befindlichen Baueleraente . Bei dem 
hier illustrierten erf indungsgemafien Ausfuhrungs- 
beispiel besteht die Bauelementtragerschicht 16 
beispielsweise aus Silber* Dariiber ist das Gehause- 
substrat 2 gezeigt, in die durch Atzen bereits 
Hohlraume 6, die als Durchbrliche ausgebildet sind r 
prapariert wurden^ wobei an den Randern der Durch- 
briiche Isoliermaterial 1, beispielsweise bestehend 
aus SiN, Si0 2 aufgebracht wurde. 

Figur 7b zeigt den Zustand im HerstellungsprozeB 
25 nach dem Fligen des Gehausesubstrat s auf die Bauele- 
menttragerschicht 16. Dann wird die Deckschicht 4, 
bestehend aus einem organischen, photosensitiven 
Dielektrikum, beispielsweise BCB aufgebracht (Figur 
7c) , bevor die Bauelementtragerschicht 16 durch ei- 
30 nen AtzprozeB oder dergleichen entfernt wird und 
die verbleibende Anordnung beispielsweise- durch Er- 
hitzen ausgehartet wird (Figur 7d) . 



10 



15 



20 
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Daraufhin werden in dem organischen Dielektrikum an 
der Position der jeweiligen Bauelemente Kontaktlo- 
cher ausgeformt {Figur 7e) , beispielsweise durch 
5 ein Photostrukturierungsverf ahren oder mittels La- 
serbearbeitungsverf ahren, und gegebenenf alls das 
Dielektrikum zwischen den Gehausen entfernt. 

Figur If zeigt den Zustand, wenn eine Kontakt- 
10 schicht 11 zur Kontaktierung des Bauelements 8 
durch das Kontaktloch auf gesputtert wurde. Darauf- 
hin werden die einzelnen eingehausten Bauelemente 
durch Sagen oder dergleichen vereinzelt (Figur 7g) - 

15 Figur 8 zeigt schematisch ein weiteres Ausfiihrungs- 
beispiel des erf indungsgemaften Eingehausungsverf ah- 
rens. Im Gegensatz zu den unter Bezugnahme auf die 
Figuren 1 bis 7 beschriebenen Verfahren ist das Ge- 
hausesubstrat 20 als eine Tragerschicht ausgebil- 
20 det, aus der Isolatorstrukturen 21 gebildet werden, 
die den Keramikringen im Stand der Technik entspre- 
chen. Die Tragerschicht 20 besteht aus einem photo- 
strukturierbaren Glas, das beispielsweise unter dem 
Markennamen Foturan© erhaltlich ist. In Figur 8a 
25 bis 8d links ist diese Tragerschicht 20 im Quer- 
schnitt und auf der rechten Seite die Photomaske 18 
in Aufsicht gezeigt. Wie in Figur Sa gezeigt ist, 
wird die Tragerschicht 20 zunachst durch die Maske 
18 an den gestrichelt dargestellten Bereichen be- 
30 lichtet und getempert. Damit werden die spater zu 
atzenden Glasbereiche festgelegt. Daraufhin wird 
eine beidseitige Metallisierung aufgebracht und die 
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Metallisierung 22 auf der Vorderseite strukturiert 
(Figur 8b) . Es verbleiben somit kreisformige nicht- 
metallisierte Bereiche auf der Oberseite des Glas- 
wafers 20, durch welche kreisformige Locher 23 in 
5 den Glaswafer 20 geatzt werden, wie in Figur 8c 
schematisch gezeigt ist. Anschliefiend wird die 
Ruckseitenmetallisierung entfernt (Figur 8d) . Dar- 
aufhin wird die so strukturierte Tragerschicht 2 0 
an eine mit einer Opferschicht 4a versehenen Tra- 

10 gerschicht 4 angefugt. An der Innenseite der Tra- 
gerschicht 4 sind jeweils mikrostrukturierte Kon- 
taktfedern 9 angebracht. Bei dem in Figur 8f ge- 
zeigten Verf ahrensschritt sind die in Verfahrens- 
schritt 8a belichteten Glasbereiche weggeatzt, so 

15 daU von der Tragerschicht nur noch ringf ormige Iso- 
latorstrukturen 21 aus Glas ubrigbleiben, die den 
Keramikringen 32 beim Stand der Technik entspre- 
chen. Daraufhin wird eine Bauelementtragerschicht 
16 mit den Bauelementen 8 ahnlich wie in Figur 2 

20 gezeigt angefugt, so daii abgeschlossene Hohlraume 6 
mit den darin befindlichen Bauelementen 8 und Kon- 
taktfedern 9 gebildet werden. Anschlieliend wird die 
Opferschicht 4a weggeatzt (Figur 8g) . Schlieiilich 
werden die so gebildeten mit Gehause versehenen 

25 Bauelemente etwa durch Sagen vereinzelt und stehen 
zur Weiterverarbeitung zur Verfiigung. Eine vergiro- 
fierte Ansicht eines fertigen gepackten Bauelementes 
ist in Figur 8i gezeigt. 

30 Das erf indungsgemafie Verfahren ermoglicht die 
gleichzeitige Herstellung einer groiien Zahl von Ge- 
hausen fur elektronische Bauelemente einschlieBlich 



WO 00/35001 




PCT/DE99/03469 



15 



Kontaktierung mit hoher Prazision und geringen Her- 
stellungskosten . 
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Pa ten tanspru che 



1. Verfahren zur Eingehausung von elektronischen 
Bauelementen, aufweisend die Schritte: 

5 

- Ausbildung einer Mehrzahl von Hohlraumen (6) in 
einem Gehausesubstrat (2; 20) 

- Bestuckung der Hohlraume (6) mit den elektroni- 
schen Bauelementen (8), 

10 - Verschliefien der Hohlraume (6) mit einem Deckel- 
substrat oder einer Deckschicht (4), und 

- Vereinzeln der so verpackten Bauelemente (8) . 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
15 net, dafi das Gehausesubstrat (2) aus Halbleiterma- 

terial, insbesondere Silicium besteht. 



3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daii das Gehausesubstrat (2) auf sei- 
20 ner dem Deckelsubstrat oder der Deckschicht (4) ab- 
gewandten Seite mit einer Metallschicht (3) verse- 
hen wird, die zur Kontaktierung der elektronischen 
Bauelemente (8) dient. 

25 4. Verfahren nach einem der Anspruche 2 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, dafi das Gehausesubstrat (2) 
auf seiner dem Deckelsubstrat oder der Deckschicht 
(4) zugewandten Seite mit einer Isolierschicht (5) 
versehen wird. 



30 
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5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dali das Gehausesubstrat (2) aus photostruktu- 
rierbarem Glas besteht. 

5 6. Verfahren nach einem der Anspruche 2 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Hohiraume (6) durch 
Atzen mittels Photostrukturierung hergestellt wer- 
den. 

10 7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daii die Hohiraume (6) als 
Durchbruche durch das Gehausesubstrat (2) ausgebil- 
det werden. 

15 8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daii in dem Gehausesubstrat 
(2) flache Hohiraume (6) zur Aufnahme der elektro- 
nischen Bauelemente (8) ausgebildet werden. 

20 9. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet , daii auf einer Bauelement- 
Tragerschicht (16) eine der Anzahl der auf dem Ge- 
hausesubstrat (2) ausgebildeten Hohiraume (6) ent- 
sprechende Anzahl von Bauelementen (8) aufgebracht 

25 wird und der Schritt der Bestiickung der Hohiraume 
(6) mit den elektronischen Bauelementen (8) durch 
Zusammenfugen des Gehausesubstrats (2) mit der Bau- 
elementtragerschicht (16) ausgefiihrt wird. 
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10. "Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeicb- 
net, * daft die Bauelementtragerschicht (16) eine Me- 
tallschicht/ insbesondere eine Silberschicht ist. 

5 11. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daft das elektronische Bau- 
element (8) eine Diode, insbesondere eine Gunn- 
Diode ist. 

10 12. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daft das Deckel subs trat (4) 
aus Halbleitermaterial , insbesondere Silicium be- 
steht, das der Kontaktierung eines Anschlusses der 
elektronischen Bauelemente (8) dient . 

15 

13. Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, daft zur Kontaktierung der 
elektronischen Bauelemente (8) Kontaktf edern (9) an 
dem Deckelsubstrat (4) angebracht werden. 

20 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft die Kontaktf edern (9) durch galvani- 
sche Metallabscheidung hergestellt werden. 

25 15. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daft die Deckschicht (4) aus 
einem organischen Dielektrikum gebildet wird. 

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 
30 zeichnet, daft das organische Dielektrikum ein pho- 
tosensitiver Lack ist und jeweils ein Kontakt (11) 
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zur Herstellung einer elektrischen Verbinciung mit 
einem Anschlufi des jeweiligen Bauelementes (8) 
durch Atzen von Kontaktlochern durch den photos en- 
sitiven Lack und Aufbringen einer Metallschicht an- 
5 gebracht wird. 

17. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, dali die verpackten Bauele- 
mente (8) durch Sagen vereinzelt werden. 

10 

18. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, dali das Gehausesubstrat 

(.20) als isolierende Tragerschicht ausgebildet ist, 
wobei die Hohlraume (6) von aus dem Gehausesubstrat 
15 (20) freigelegten Isolatorstrukturen (21) umschlos- 
sen werden, dali auf einer Bauelementtragerschictit 
(16) die Bauelemente (8) auf gebracht werden, und 
die Bestiickung der Hohlraume mit den Bauelementen 
(8) durch Aneinanderf ugen von Baueleirtenttrager- 
20 schicht (16), Isolatorstrukturen (21) und Deckel- 
substrat (4) erfolgt. 

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 
zeichnet, dali zunachst das Deckelsubstrat (4) und 

25 das Gehausesubstrat (20) zusammengef ugt werden, 
dann die separaten Isolatorstrukturen (21) ausge- 
bildet werden und anschlieliend die Bauelementtr a- 
gerschicht (16) mit den elektronischen Bauelementen 
(8) angefugt wird. 

30 

20. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 
zeichnet, dali zunachst die Bauelementtragerschicht 
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(16) und das Gehausesubstrat (20) zusammengef iigt , 
dann die separaten Isolatorstrukturen (21) ausge- 
bildet werden und anschlieflend das Deckelsubstrat 

(4) angefugt wird. 

5 

21. Verfahren nach einem der Anspruche 18 bis 20, 
dadurch gekennzeichnet, dafi das Gehausesubstrat 
(20) als Tragerschicht aus photostrukturierbarem 
Glas besteht und die separaten Isolatorstrukturen 

10 (21) mittels selektiven Atzens des Glases freige- 
legt werden . 

22. Verfahren nach Anspruch 21, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi das Deckelsubstrat (4) mit Kontaktfe- 

15 dern (9) zur Kontaktierung von elektrischen An- 
schlilssen der elektronischen Bauelemente (8) verse- 
hen ist. 

23. Verfahren nach Anspruch 22, dadurch gekenn- 
20 zeichnet, daft die Kontakt f edern (9) durch galvani- 

sche Metallabscheidung hergestellt werden. 
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BONDING TOGETHER SURFACES COATED WITH SILICON DIOXIDE 



E. Bassous 



P.D 
P 





A simple fabrication procedure is disclosed for cementing two surfaces 
together while maintaining their topographical features. The two sur- 
faces are coated with silicon dioxide (SiO ) and are bonded together by 
converting the oxide surface into a glass whose melting point is lower 
than Si0 2 , When the surfaces are brought in intimate contact and pres- 
sure is applied while simultaneously raising the temperature above the 
melting point of the glass, the two surfaces will fuse and adhere strongly 
together. This technique has been applied to b ond tog ether two silicon 
wafers having glass films on their surface le^"Tnan~lum~"thTck'r " Kn" 
excellent bond will form only in those areas where the surfaces are in 
contact . 



The silicon wafers which were used to demonstrate this method of 
bonding were 1.25 in. diameter, 8 mils thick. Such wafers possess flat, 
smooth surfaces requiring only thin layers of glass to form a uniform 
bond. Because bonding takes place only in those regions where the 
surfaces are in contact, any irregularities introduced into the surfaces, 
deliberately or otherwise, will reproduce very clearly. As shown in the 
figure, wafer 1, which has a set of parallel trenches etched into the 
surface, is bonded to plane wafer 3, via glass film 5, resulting in a 
structure whose cross-section clearly shows the profile of these trenches. 

Such a bondin g technique is very us eful in fabricating structures 
in silicon or other materials whic h c an be coate d with silicon dioxide 
a " d ar e capable of wi ths tanding elevated temper a t u r e sT Th is" "met hod can 
aIso~be applied in packaging and in the fabricaTlon of arrays of tunnels 
or tubulations, guides for acoustic waves and electromagnetic radiation, 
filters, shower heads for fluids, precise alignment tools, etc. 

Conventional methods used in silicon technology were applied to 
demonstrate the principles of the bonding technique described here. The 
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BONDING TOGETHER SURFACES COATED WITH SILICON DIOXIDE - Continued 



silicon wafers were thermally oxidized at 1000°C to produce a film of 
Si0 2 ^ lum thick. The wafers were then coated with a layer of phosphorus 
pentoxide (P ? 0 5 ) by heating the wafers at 870° in the presence of phos- 
phorus oxychloride (P0C1 ) vapor and oxygen. A layer of phosphos ilicate 
glass (PSG) immediately forms on the wafer surface. The melting point 
of PSG is dependent on the concentration of p 2 °5 in ^ e ^ i0 2 ^ i * m * The 
two wafer surfaces to be bonded were placed in a quartz assembly and a 
pressure of 1 atmosphere was applied uniformly to both surfaces. The 
assembly was introduced rapidly into a furnace at 1000°C and maintained 
there for 20 minutes, then gradually cooled to room temperature. This 
heat cycle was selected merely for convenience. 

Many variations from the above procedure are possible. The essen- 
tial ingredient is the silicon dioxide film which can be converted 
chemically into a glass. SiO ? films can be deposited by chemical vapor 
deposition (CVD), by evaporation, sputtering or spinning-on and firing 
liquid compounds containing silicon. An interesting variation involves 
the deposition of polycrys talline silicon on a surface then thermally 
oxidizing the silicon to Si0 2 - 

The SiO can be doped with phosphorus to yield PSG, as mentioned 
above, with boron to yield a borosilicate glass BSG, or combinations of 
both. 

Other materials such as alkali oxides or alkaline-earth oxides can 
also be utilized for this purpose. The type of glass to select would 
depend on its peculiar physical and chemical characteristics, its suit- 
ability as a bonding agent, and its compatibility with the substrate 
material in the fabrication process. 

It is also possible to dope the SiO ? during the deposition process, 
thus avoiding the separate doping step that would be necessary when 
using pure Si0 2 . 

The bonding technique described above offers the following advan- 
tages : 

(1) The surfaces to be bonded require very thin glass layers and thus 
are suitable for bonding small structures together. 

(2) Mo frits or liquid vehicles are used. The latter create vapor 
traps in conventional glass-sealing methods. 

(3) The technique is simple and uses conventional silicon processes. 

(4) It is applicable to all refractory materials which can be coated 
with adherent films of SiO . 

(5) The bond is strong and stable. 
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What is claimed is : 




1. A method of packaging electronic components comprising the 
following steps : 

- forming a plurality of cavities (6) in a package substrate 

(2; 20) ; 

- mounting the electronic components (8) in the cavities (6) ; 

- sealing the cavities (6) with a cover substrate or a cover 
layer (4) ; and 

- separating the components (8) packaged in this way. 

2. The method according to Claim 1, 

wherein the package substrate (2) is made of a semiconductor 
material, in particular silicon. 

3. The method according to Claim 1 or 2 , 

wherein the package substrate (2) is provided on its side 
facing away from the cover substrate or the cover layer (4) 
with a metal layer (3) for contacting the electronic 
components (8) . 

4. The method according to one of Claims 2 through 4, 
wherein the package substrate (2) is provided with an 
insulation layer (5) on its side facing the cover substrate or 
cover layer (4) . 

5. The method according to Claim 1, 

wherein the package substrate (2) is made of a 
photopatternable glass. 

6. The method according to one of Claims 2 through 5, 
wherein the cavities (6) are produced by etching using 
photopatterning . 

7. The method according to one of Claims 1 through 6, 
wherein the cavities (6) are designed as passages through the 
package substrate (2) . 
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8. The method according to one of Claims 1 through 6, 
wherein shallow cavities (6) to accommodate the electronic 
components (8) are provided in the package substrate (2) . 

9. The method according to one of Claims 1 through 8, 
wherein a number of components (8) corresponding to the number 
of cavities (6) formed on the package substrate (2) is applied 
to a component carrier layer (16) , and the step of placing the 
electronic components (8) into the cavities (6) is carried out 
by joining the package substrate (2) to the component carrier 
layer (16) . 

10. The method according to Claim 9, 

wherein the component carrier layer (16) is a metal layer, in 
particular a silver layer. 

11. The method according to one of Claims 1 through 10, 
wherein the electronic component (8) is a diode, in particular 
a Gunn diode . 

12. The method according to one of Claims 1 through 11, 
wherein the cover substrate (4) is made of a semiconductor 
material, in particular silicon, which is used to contact a 
terminal of the electronic components (8) . 

13. The method according to one of Claims 10 through 12, 
wherein contact springs (9) are applied to the cover substrate 
(4) for contacting the electronic components (8) . 

14. The method according to Claim 13, 

wherein the contact springs (9) are produced by galvanic metal 
deposition. 

15. The method according to one of Claims 1 through 11, 
wherein the cover layer (4) is made of an organic dielectric. 



16. The method according to Claim 15, 
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wherein the organic dielectric is a photosensitive lacquer and 
a contact (11) for establishing an electric connection to a 
terminal of the respective component (8) is applied by etching 
contact holes through the photosensitive lacquer and applying 
a metal layer. 

17. The method according to one of Claims 1 through 16, 
wherein the packaged components (8) are separated by sawing. 

18. The method according to one of Claims 1 through 17, 
wherein the package substrate (20) is designed as an 
insulating carrier layer, the cavities (6) being enclosed by 
insulator structures (21) arranged outside the package 
substrate (2 0) ; the components (8) are applied to a component 
carrier layer (16) , and the components (8) are mounted in the 
cavities by joining the component carrier layer (16) , the 
insulator structures (21) and the cover substrate (4) . 

19. The method according to Claim 18, 

wherein the cover substrate (4) and the package substrate (20) 
are first joined, then the separate insulator structures (21) 
are formed, and next the component carrier layer (16) is 
joined to the electronic components (8) . 

20. The method according to Claim 18, 

wherein the component carrier layer (16) and the package 
substrate (20) are joined first, then the separate insulator 
structures (21) are formed and next the cover substrate (4) is 
joined. 

21. The method according to one of Claims 18 through 20, 
wherein the package substrate (20) is designed as a carrier 
layer made of a photopatternable glass, and the separate 
insulator structures (21) are exposed by selective etching of 
the glass. 



22. The method according to Claim 21, 
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wherein the cover substrate (4) is provided with contact 
springs (9) for contacting electric terminals of the 
electronic components (8) . 

23. The method according to Claim 22, 

wherein the contact springs (9) are produced by galvanic 
deposition of metal. 
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ROBERT BOSCH GMBH 
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□ 



Diese Person ist 
gleichzeitig Erfinder 



Telefonnr.: 

0711/811-33 155 



Telefaxnr.: 

0711/811-331 81 



Fernschreibnr: 



Staatsangehorigkeit (Staat): DE 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE 


Diese Person ist Anmelder | 
fur folgende Staaten: ' 


alle Bestim- 
mungsstaaten 


X 


alle Bestimmungsstaaten mit 
Ausnahme der Vereinigten Staaten 


1 nur die Vereinigten 1 1 die im Zusatzfeld 
1 Staaten von Amerika 1 ' angegebenen Staaten 


Feld Nr. Ill WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER 



Name und Anschrift (Familienname, Vomame; bei juristischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 

L.EITER, Manfred - 
Leierwiesen 15 
70180 Stuttgart 
DE 



Diese Person ist 
| [ nur Anmelder 

Anmelder und Erfinder 

[ | nur Erfinder (Wird dieses Kastchen 
angeh'euzt, so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht notig.) 



Staatsangehorigkeit (Staat): DE 



Sitz oder Wohnsitz (Staat): 



DE 



Diese Person ist Anmelder | | 
fur folgende Staaten: ' • 



alle Bestim- 
mungsstaaten 



□ 



alle Bestimmungsstaaten mit 
Ausnahme der Vereinigten Staaten 



nur die Vereinigten I ~1 die im Zusatzfeld 
I 1 am 



Staaten von Amerika ' 



angegebenen Staaten 



^X^ Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben. 



Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ZUSTELLANSCHRIFT 



Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um fur den (die) Anmelder 
vor den zustandigen international en Behorden in folgender Eigenschaft zu handeln als: 



□ 



Anwalt 



□ 



gememsamer 
Vertreter 



Name und Anschrift (Familienname, Vor name; bei juristischen Personen vollstandige 

amtliche Bezeichnung Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name 
des Staats anzugeben) 



Telefonnr.: 



Telefaxnr.: 



Fernschreibnr: 



Dieses Kastchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im obigen Feld 
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Name und Anschrift (Familienname, Vorname; beijuristischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
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WEIBLEN, Kurt 
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Staatsangehorigkeit (Staat): DE 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE 


Diese Person ist Anmelder 
fur folgende Staaten: 


| alle Bestim- 
1 mungsstaaten 




alle Bestimmungsstaaten rnit 
Ausnahme der Vereinigten Staaten 


V/1 nur die Vereinigten | 1 die im Zusatzfeld 
^ Staaten von Amerika 1 1 angegebenen Staaten 


Name und Anschrift (Familienname, Vorname; beijuristischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 

LUCAS , Bernhard 
Zehenderstr . 2 
74 3 53 Besigheim 
DE 


Diese Person ist 
| | nur Anmelder 

[^X^| Anmelder und Erfinder 

| | nur Erfinder (Wird dieses Kastchen 
angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht notig.) 


Staatsangehorigkeit (Staat): DE 


Site oder Wohnsitz (Staat): DE 


Diese Person ist Anmelder 
ftir folgende Staaten: 


1 alle Bestim- 
' mungsstaaten 




alle Bestimmungsstaaten rnit 
Ausnahme der Vereinigten Staaten 


X 


nur die Vereinigten 
Staaten von Amerika 


1 die im Zusatzfeld 
1 angegebenen Staaten 


Name und Anschrift (Familienname, Vorname; beijuristischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 

SCHATZ , Frank 

Tellstr. 29 
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DE 


Diese Person ist 
| | nur Anmelder 

\/^\ Anmelder und Erfinder 

| | nur Erfinder (Wird dieses Kastchen 
angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht notig.) 


Staatsangehorigkeit (Staat): DE 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE 


Diese Person ist Anmelder 
fur folgende Staaten: 


alle Bestim- 1 1 alle Bestimmungsstaaten rnit 
' mungsstaaten I 1 Ausnahme der Vereinigten Staaten 


X 


nur die Vereinigten | 1 die im Zusatzfeld 
Staaten von Amerika ' ' angegebenen Staaten 


Name und Anschrift (Familienname, Vorname; beijuristischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 
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Auguts-Laepple-Str . 7 
74189 Weinsberg 
DE 


Diese Person ist 
[ | nur Anmelder 

Anmelder und Erfinder 

| | nur Erfinder (Wird dieses Kastchen 
angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht notig.) 


Staatsangehorigkeit (Staat): DE 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE 


Diese Person ist Anmelder 
fur folgende Staaten: 


| alle Bestim- 
1 ungsstaaten 


1 alle Bestimmungsstaaten mit 
1 Ausnahme der Vereinigten Staaten 


X 


nur die Vereinigten 
Staaten von Amerika 


die im Zusatzfeld 
angegebenen Staaten 


Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einern Fortsetzungsblatt angegeben. 
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Fortsetzung von Feld Nr. Ill WEIT, 



BlattNr. 3 



NMELDER UND/ODER fWEITERE) ERF 



Wird keines der folgenden F elder benutzt, so ist dieses Blatt dem Antrag nicht beizufiigen. 


Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 

SEIZ, Juergen 
Baumbluete 11 
73642 Welzheim 
DE 


Diese Person ist 
| | nur Anmelder 

Anmelder und Erfinder 

| | nur Erfinder (Wird dieses Kastchen 
angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht notig.) 


Staatsangehorigkeit (Staat): DE 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE 


Diese Person ist Anmelder 
fur folgende Staaten: 


I alle Bestim- 
1 mungsstaaten 




alle Bestimmungsstaaten mit 
Ausnahme der Vereinigten Staaten 


X 


nur die Vereinigten 1 1 die im Zusatzfeld 
Staaten von Amerika 1 > angegeben en Staaten 


Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist,) 

BAUMANN, Helmut 
Theodor - Font ane - S t r . 1 
72 810 Gomaringen 
DE 


Diese Person ist 
| [ nur Anmelder 

[^X^ Anmelder und Erfinder 

| | nur Erfinder (Wird dieses Kastchen 
angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht notig.) 


Staatsangehorigkeit (Staat): DE 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE 


Diese Person ist Anmelder 
fur folgende Staaten: 


~ | alle Bestim- 
J mungsstaaten 




alle Bestimmungsstaaten mit 
Ausnahme der Vereinigten Staaten 


\/ nur die Vereinigten 1 die im Zusatzfeld 
^— ^ Staaten von Amerika ' ' angegeben en Staaten 


Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist) 

MOERSCH, Gilbert 
Scharrstr . 28 
70563 Stuttgart 
DE 


Diese Person ist 
| | nur Anmelder 

|^X^| Anmelder und Erfmder 

| | nur Erfinder (Wird dieses Kastchen 
angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht notig.) 


Staatsangehorigkeit (Staat): DE 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE 


Diese Person ist Anmelder 1 1 alle Bestim- | 
fur folgende Staaten: 1 1 mungsstaaten 1 


alle Bestimmungsstaaten mit 
Ausnahme der Vereinigten Staaten 


X 


nur die Vereinigten | die im Zusatzfeld 
Staaten von Amerika ' ' angegeben en Staaten 


Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 

OLBRISCH , Herbert 
Holderstr . 26 
71277 Rutesheim 
DE 


Diese Person ist 
[ | nur Anmelder 

]^X] Anmelder und Erfinder 

| [ nur Erfinder (Wird dieses Kastchen 
angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht notig.) 


Staatsangehorigkeit (Staat): DE 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE 


Diese Person ist Anmelder 
fur folgende Staaten: 


alle Bestim- | 
ungsstaaten 1 


alle Bestimmungsstaaten mit 
Ausnahme der Vereinigten Staaten 


X 


nur die Vereinigten 1 | die im Zusatzfeld 
Staaten von Amerika ' ' angegebenen Staaten 


^X^ Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfmder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben. 



Forniblatt PCT/RO/1 01 (Fortsetzungsblatt) 



Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformidar 



Fortsetzung von Feld Nr. Ill WEI 



BlattNr. 4 



ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFj 



Wird keines der folgenden Felder benutzt, so ist dieses Blatt dem Antrag nichi beizufiigeri 



Name und Anschrift (Familienname, Vomame; bet jurist ischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Slaat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 

EISENSCHMID, Heinz / 
Ludwigshaf ener Str. 7 
70499 Stuttgart 
DE 



Staatsangehorigkeit (Staat): DE 



Diese Person ist 
| | nur Anmelder 

[Xj Anmelder und Erfinder 

| | nur Erfinder (Wird dieses Kdstchen 
angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht notig.) 



Site oder Wohnsitz (Staat): DE 



Diese Person ist Anmelder I I 
fur folgende Staaten: I 1 



alle Bestim- 
mungsstaaten 



□ 



alle Bestimmungsstaaten rnit 
Ausnahme der Vereinigten Staaten 



nur die Vereinigten | I die im Zusatzfeld 
Staaten von Amerika I 1 angegebenen Staaten 



Name und Anschrift (Familienname, Vomame; bei juristischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 

MOESS , Eberhard 
Ludwig-Beck-Str . 6 
7154 0 Murrhardt 
DE 



Diese Person ist 
[ | nur Anmelder 

\)^\ Anmelder und Erfinder 

[ | nur Erfinder ( Wird dieses Kdstchen 

angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht notig.) 



Staatsangehorigkeit (Staat): DE 



Site oder Wohnsitz (Staat): DE 



Diese Person ist Anmelder ( 
fur folgende Staaten: ' 



alle Bestim- 
mungsstaaten 



□ 



alle Bestimmungsstaaten mit 
Ausnahme der Vereinigten Staaten 



El 



nur die Vereinigten 
Staaten von Amerika 



die im Zusatzfeld 
angegebenen Staaten 



Name und Anschrift (Familienname, Vomame; bei juristischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 

DUTZI, Joachim 
Lerchenstr . 18/2 x 
71554 Weissach 
DE 



Diese Person ist 
| | nur Anmelder 

Anmelder und Erfinder 

| | nur Erfinder (Wird dieses Kdstchen 
angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht notig.) 



Staatsangehorigkeit (Staat): DE 



Site oder Wohnsitz (Staat): DE 



Diese Person ist Anmelder | I 
fur folgende Staaten: ' ' 



alle Bestim- 



□ 



alle Bestimmungsstaaten mit 



nur die Vereinigten 
Staaten von Amerika 



die im Zusatzfeld 



Name und Anschrift (Familienname, Vomame; bei juristischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 

KUGLER 7 Andreas 
Teckstr. 13 
73533 Alfdorf 
DE 


Diese Person ist 
| | nur Anmelder 

\^\\ Anmelder und Erfinder 

[ | nur Erfinder (Wird dieses Kdstchen 
angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht notig.) 


Staatsangehorigkeit (Staat): DE 


Site oder Wohnsitz (Staat): DE 


Diese Person ist Anmelder 1 1 alle Bestim- | 1 alle Bestimmungsstaaten mit 

fur folgende Staaten: 1 1 ungsstaaten I 1 Ausnahme der Vereinigten Staaten 


X 


nur die Vereinigten 
Staaten von Amerika 


| die im Zusatzfeld 
' angegebenen Staaten 




Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben. 



Formblatt PCT/RO/101 (Fortsetzungsblatt) 



Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 



BlattNr....5.... 



Feld Nr. V BESTIMMUNG VON STAATEN 



Absatz a werden hiermit vorgenommen: 




a ea 



EP 



□ 



Die folgenden Bestimrnungen nach Re§ 
.Regionales Patent 

| | AP ARIPO-Patent: GH GhanaTGM Gambia, KE Kenia, LS Lesotho, MW Malawi, SD Sudan, SL Sierra Leone, 

SZ Swasiland, UG Uganda , ZW Simbabwe und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Harare-Protokolls und des PCT ist 
Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaidschan, BY Belarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik 
Moldau, RU Russische Foderation, TJ Tadschikistan, TM Turkmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat 
des Eurasischen Patentubereinkommens und des PCT ist 

Europaisches Patent: AT Osterreich, BE Belgien, CH und LI Schweiz und Liechtenstein, CY Zypern, 
DE Deutschland, DK Danemark, ES Spanien, FI Finnland, FR Frankreich, GB Vereinigtes Konigreich, 
GR Griechenland, IE Irland, IT Italien, LU Luxemburg, MC Monaco, NL Niederlande, PT Portugal, 
SE Schweden und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Europaischen Patentubereinkommens und des PCT ist. 
OA OAPI-Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Zentxalafrikanische Republik, CG Kongo, CI Cdted'Ivorie, 

CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, GW Guinea-Bissau, ML Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal, 

TDTschad, TG Togo und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat der OAPI und des PCT ist 

Nation ales Patent (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Verfahren gewunscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben) : 

| | LR Liberia 

| | LS Lesotho 

| | LT Litauen 

LU Luxemburg 

LV Lettland 

MD Republik Moldau 

MG Madagaskar 

MK Die ehemalige jugoslawische Republik 

Mazedonien 

MN Mongolei 

MW Malawi 

MX Mexiko 

NO Norwegen 

NZ Neuseeland 

PL Polen - 

PT Portugal 

RO Rumanien 

RU Russische Foderation 

SD Sudan 

SE Schweden 

SG Singapur 

SI Slowenien 

SK Slowakei 

SL Sierra Leone 

TJ Tadschikistan 

TM Turkmenistan 

TR Turkei 

TT Trinidad und Tobago 

UA Ukraine 

UG Uganda 

y US Vereinigte Staaten von Amerika 



1 — 1 

u 


AE 


1 — 1 


AL 


1 — 1 

□ 


AM 


1 — 1 


AT 


1 — 1 

□ 


AU 


1 1 

□ 


AZ 


I 1 

□ 


BA 


1 1 

□ 


BB 


1 1 

□ 


BG 


1 1 

□ 


BR 


1 1 

□ 


BY 


1 

□ 


CA 


1 1 

□ 


CH 


1 — 1 

□ 


CN 


1 — 1 


CU 


f— 1 


CZ 


I — 1 

LJ 


DE 


1 1 

□ 


DK 


1 — 1 

u 


EE 


1 — 1 

LJ 


ES 


□ 


FI 


□ 


GB 


i — i 
LJ 


OJD 


i — i 
LJ 


Cxii. 


1 — i 
LJ 


GH 


i — i 
U 


GM 


□ 


HR 


□ 


HU 


D 


ID 


□ 


IL 


□ 


IN 


□ 


IS 




JP 


□ 


KE 


□ 


KG 


□ 


KP 


□ 


KR 


□ 


KZ 


□ 


LC 


□ 


LK 



Osterreich : [ | 

Austral ien [ | 

Aserbaidschan | | 

Bosnien-Herzegowina Q 

Barbados | | 

Bui gar ien 

Brasilien 



□ 
□ 



Deutschland 

Danemark | | 

Estland □ 

Spanien [^\ 

Finnland | | 

Vereinigtes Konigreich \^\ 

Grenada Q 



mbia 
aanen 

HU Ungam ; □ 

Indonesien | | 

Israel □ 

Indien ^| 
Island 

Japan 



□ 



□ 
□ 



UZ Usbekistan... 

VN Vietnam 

YU Jugoslawien., 

ZA Sudafrika 

ZW Simbabwe.... 



Erklarung bzgl. vorsorglicher Bestimrnungen: zusatzlich zu den oben genannten Bestimrnungen nimmt der Anmelder nach Regel 4.9 Absatz b auch alle 
anderen nach dem PCT zulassigen Bestimrnungen vor mit Ausnahme der im Zusatzfeld genannten Bestimrnungen, die von dieser ErklaYung ausgenommen 
sind. Der Anmelder erkiart, daB diese zusatzlichen Bestimrnungen unter dem Vorbehalt einer Bestatigung stehen und jede zusatzliche Be-stirranung, die vor 
Ablauf von 15 Monaten ab dem Priori tstsdatum nicht bestatigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anmelder zuruckgenommen gilt. (Die Bestatigimg 
einer Bestimmtmg etfolgt durch die Einreichung einer Mitteihtng, in der diese Bestimmung angegeben wird, und die Zahlung der Besiimmungs- und der 
Bestatigungsgebuhr. Die Bestatigung mttfi beim Anmeldeamt innerhalb der Frist von J 5 Monaten eingehen.) 



FormblattPCT/RO/101 (Blatt2) (Juli 1999) 



Siehe Anmerkungen zu dies em Antragsformular 



Blatt Nr..6 



Feld Nr. VI 



PRIORITATSANSRRUCH 



Anmeldedatum 
der friiheren Anmeldung 
(Tag/Mon at/Jahr) 



Ak] 
fruhi 



hen der 
nmeldung 



□ 



Weitere Priorita tsans pruc he sind irn Zusatzfeld angegeben 
"TsFdie^Hi^^B^TrneTdurig eine: ~ 



nationale Anmeldung: 
Staat 



regional e^^PRdung: 1 

regional es Arnt 



Internationale Anmeldung: 
Anrneldeamt 



Zeile(l) 

07. Dezember 1998 
(07 .12 . 98) 



19856331 - 0 



Bundesrepublik 
Deutschland 



Zeile (2) 



Zeile (3) 



Ml 



Das Anrneldeamt wird ersucht, eine beglaubigte Abschrift der oben in Zeile(n) — 
bezeichneten fruheren Anmeldung(en) zu erstellen und dem Internationalen Buro zu ubermitteln. 



Feld Nr. VII INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE 



Wahl der Internationalen Recherchenbehorde (ISA) 

(falls zwei oder mehr als zwei Internationale Recherchenbehorden 
fur die A usfiihnmg der internationalen Recherche zustandig sind. 
geben Sie die von Jhnen gewahlte Behorde an: (der: 
Zweibuchstaben-Code kann benutzt werden) 
ISA/ 



Antrag auf Nutzung der Ergebnisse einer friiheren Recherche: Bezugnahme auf 
diese fruhere Recherche {falls eine fruhere Recherche bei der internationalen 
Recherchenberdrde beantragt oder von ihr durchgefilhrt worden ist): 
Datum (Tag/Monat/Jabr)\ Aktenzeichen Staat (oder regionales Amt) 



Feld Nr. VIII 



Diese international Anmeldung enthalt 
die folgende Anzahl von Blattern: 



KONTROLLISTE; EIN REICHUNGSSPRACHE 

Dieser internationalen Anmeldung liegen die nachstehend angekreuzten Unterlagen bei: 



Antrag 

Beschreibung (ohne 
Sequenzprotokollteil) 

Anspruche 

Zusammenfassung 

Zeichnungen 

Sequenzprotokollteil 
der Beschreibung 



Blatter 



15 
5 
1 
6 



Blatter - y 
Blatter / 
Blatter y 
Blatter v 

Blatter 



Blattzah! insgesamt : 34 Blatter 



Abbildung der Zeichnungen, die 

mit der Zusammenfassung 
veroffentiicht werden soli (Nr.): 1 und 2 



Blatt fur die Gebuhrenberechnung 



4. \^\ Begrundung fur das Fehlen einer Unterschrift 

Prioritatsbeleg(e), in Feld VI durch 
folgende Zeilennumrner gekennzeichnet: 

| | Ubersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache: 

Gesonderte Angaben zu hinterlegten Mikroorganismen oder biologiscl 
Material 

g. Sequenzprotokolle fur Nucleotide und/oder Anminosauren (Diskette) 

Sonstige (einzeln aujfiihren): 



1 


|X| 


2. 


□ 


3. 


□ 


4. 


□ 


5. 


□ 


6. 


□ 


7. 


□ 


8. 


□ 


9. 


□ 



Sprache, in der die 
intern ati on ale Anmeldung 
eingereicht wird: Deutsch 



Feld Nr. DC UNTERSCHRIFT PES ANMELDERS ODER PES ANWALTS 



Der Name jeder unlerzeichnenden Person ist neben der Unterschrift zu wiederholen, und es ist anzugeben, sofern sich dies nicht eindeutig axis 
dem Antrag ergibt, in welcher Eigenschaft die Person unterzeichnet 



ROBERT BOSCH GMBH 
Nr. 135/^6 AV 



(Erf inderunterschrif ten siehe Seite 7) 



3«A 

Burbaum 



Vom Anrneldeamt auszufiillen 

1 . Datum des tatsachlichen Eingangs dieser 
internationalen Anmeldung 


2. Zeichnungen 

j j einge-gangen: 

| | nicht ein- 
1 1 gegangen: 


3. Geandertes Eingangsdatum aufgrund nachtraglich, jedoch 
fristgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen 
zur Vervollstandigung dieser internationalen Anmeldung: 


4. Datum des fristgerechten Eingangs der angeforderten 
Richtigstellung nach Artikel 1 1(2) PCT: 


5. Vom Anmelder benannte 

Internationale Recherchenbehorde: ISA/ 


6. Ubeimittlung des Recherchenexernplars bis zur Zahlung 
| | der Recherchengebuhr aufgeschoben 


Vom Internationalen BQro auszufiillen 

Datum des Eingangs des Aktenexemplars 
beim Internationalen Buro: 



Formblatt PCT/RO/101 (letztes Blatt) 



Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 



BlattNr..7 



ft. 



So 



Zusatzfeld Wird dieses Zusatzfeld nicJ\ 



J. Wen n derPlatz in einem Feld nicht 
( Nil miner des Feldes angeben) und mac} 
vorgeschriebenen Art und fVeise, insbesondere: 



W 

inch en d\ 



ait, so solltet dieses Blatt dem Antrag nicht bei\ 
Angaben ausreicht: In diesem Fall schreiben 
die Angaben entsprechend der in dem Feld, in 



denrtter 



werden 



rtsetzuitg von Feld Nr.. 
<er Platz nicht ausreichu 



(i) Wenn mehr als zwei Anmelder und/oder Erfinder vorhanden sind und kein Fortsetzungsblatt zttr Verfiigting steht: In diesem Fall 
schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. Ill" und machen fiirjede weitere Person die in Feld Nr. Ill vorgeschriebenen Angaben. Der in 
diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes desAnmelders, sofern nachstehend kein Staat 
des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist. 

(ii) Wenn in Feld Nr. II oder III die Angabe "die im Zusatzfeld angegeben en Staat en " angekreuzt ist: In diesem Fall schreiben Sie 
"Fortsetzung von Feld Nr. II", "Fortsetzung von Feld Nr. Ill" bzw. 'Fortsetzung von Feld Nr. II und III" und geben den Namen des 
Anmelders oder die Namen der Anmelder an und neben jedem Namen den Staat oder die Staaten (und/oder ggf. ARIPO-, eurasisches, 
europaisches oder OAPI-Patent). fur die die bezeichnete Person Anmelder ist. 

(Hi) Wenn in Feld Nr. II oder III genannie Erfinder oder Erfinder/Anmelder nicht fiir alle Bestimmungsstaaten oder fiir die Vereinigten 
Staaten von Ainerika als Erfinder bekannt ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. II", "Fortsetzung von Feld Nr. 
Ill" bzw. "Fotsetzung von Feld Nr. II und Nr. Ill" und geben den Namen des Erfinders oder die Namen der E? finder an und neben 
jedem Namen den Staat oder die Staaten (und/oder ggf. ARIPO-, eurasisches, europaisches oder OAPI-Patent), fiir die die bezeichnete 
Person Eifmder ist. 

(iv) Wenn zusatzlich zu dem Anwalt oder den Anwalten, die in Feld Nr. IV angegeben sind, weitere Anwdlte best ell t sind: In diesem Fall 
schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. IV" und machen fiirjeden weiteren Anwalt die entsprechenden, in Feld Nr. IV 
vorgeschriebenen Angaben. 

(v) Wenn in Feld Nr. V bei einem Staat (oder bei OAPI) die Angabe "Zusatzpatent" oder "Zusatzzertifikat, " oder wenn in Feld Nr. V bei 
den Vereinigten Staaten von Amerika die Angabe "Fortsetzung" oder "Teil fortsetzung" hinzugefiigt wird: In diesem Fall schreiben 
Sie "Fortsetzung von Feld Nr. V" und geben den Namen des betreffenden Staais (oder OAPI) an und nach dem Namen jedes solchen 
Staats (oder OPAI) das Aktenzeichen des Hauptschutzrechts oder der Hauptschutzrechtsanmeldung und das Datum der Erteilung des 
Hauptschutzrechts oder der Einreichung der Hauptschutzrechtsannmeldung. 

(vi) Wenn in Feld Nr. VI die Prioritat von mehr als drei friiheren Anmeldungen beansprucht wird: In diesem Fall schreiben Sie 
"Fortsetzung von Feld Nr. VI" und machen fiirjede weitere friihere Anmeldung die entsprechenden, in Feld Nr. VI vorgeschriebenen 
Angaben. 

(vii) Wenn in Feld Nr. VI die friihere Anmeldung eine ARIPO Anmeldung ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. 
VI" und geben, unter Angabe der Numtner der Zeile, in der die die friihere Anmeldung betreffenden Angaben gemacht sind, mindestens 
einen Staat an, der Mitglied der Pariser Verb and siibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigeniums ist und fiir den die friihere 
Anmeldung eifolgte. 

2. Wenn, im Hinblick auf die Erklarung bzgl vorsorglicher Bestiminungen in Feld Nr. V, der Anmelder Staaten von dieser Erklarung 
ausnehmen mochte: In diesem Fall schreiben Sie "Bestimmung(en), die von der Erklarung bzgl. vorsorglicher Bestiminungen 
ausgenonimen ist (sind)" und geben den Namen oder den Zweibuchstaben-Code jedes so ausgeschlossenen Staates an. 

3. Wenn der Anmelder fiir irgendein Bestimungsamt die Vorteile nationaler Vorschriften begrejfend unschddliche Offenbarung oder 
Ausnahmen von der Neuhheitsschadlichkeit in Anspruch nimmt: In diesem Fall schreiben Sie "Erklarung beireffend unschddliche 
Offenbarung oder Ausnahmen von der Neuhheitsschadlichkeit" und geben im folgenden die entsprechende E?~hlarung ah. 
Fortsetzung von Feld Nr. 9 

Kurt 




Leiter 



Frank Schutz 
He Imut Baumann 




Bernhardt Lucas 




Heinz Eisensct 



hmid 



And: 



Gilbert' Moer^ach 



KBerhard 





Thomas Beez 



Joachim Dutzi 

7j - Aa/a 



FormblattPCT/RO/101 (Zusatzblart) 



Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 



* 




INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 
International Application No. PCT/DE99/03469 



I . Basis of the report 

1. This report has been drawn on the basis of (Substitute 
sheets which have been furnished to the receiving Office in 
response to an invitation under Article 14 are referred to in 
this report as "originally filed" and are not annexed to the 
report since they do not contain amendments) : 

the description, pages 

1-15 as originally filed 

the claims, Nos . 

1-21 as filed on 12/06/2000 

with the letter of 11/29/2000 

the drawings , sheets/ fig . 

1/6-6/6 as originally filed 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 
International Application No. PCT/DE99/03469 



V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to 
novelty, inventive step or industrial applicability; citations 
and explanations supporting such statement 

1 . STATEMENT 



Novelty (N) Claims 2, 4, 7, 8, 10-14, 17-21 YES 

Claims 1 , 3 , 5 , 6 , 9 , 15 , 16 NO 

Inventive Step (IS) Claims YES 

Claims 1-21 NO 

Industrial Applicability (IA) Claims 1-21 YES 

Claims No 



2 . CITATIONS AND EXPLANATIONS 
See Supplementary Page 



NY01 377166v 1 



2 



INTERNATIONAL PRELIMINARY 
SUPPLEMENTARY PAGE 
International Application 




EXAMINATION REPORT 
No . PCT/DE99/034 6 9 



Re Point V: 

i) Reference is made to the following documents: 

Dl = U.S. Patent No. 4,021,839 A (Denlinger Edgar Jacob) 
May 3, 1977 (5/3/77) 

ii) Document Dl discloses (see column 2, line 60 through 
column 3, line 42 and column 5, lines 34-43) .a method of 
packaging electronic components, having the steps: 

a) designing a plurality of cavities 15 in a package 
substrate 12, where the package substrate is made of a 
photopatternable glass (implicit disclosure) (see column 
3, lines 4-17, for example) ; 

b) mounting electronic components 20/22/24 in the 
cavities ; 

c) sealing the cavities with a cover substrate or cover 
layer 26; 

d) separating the components packaged in this way. 

Consequently, the object of Claim 1 is not novel (Article 
33 (2) PCT) . 

iii) Dependent Claims 2 through 21 do not contain any 
additional features which, in combination with the 
features of any claim to which it/they refer back, would 
meet the PCT requirements with regard to novelty (Article 
33(2)) or inventive merit (Article 33(3)), because these 
additional features are known from Dl and/or these 
additional features relate to normal considerations of 
those skilled in the art. 
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